
Fig.1 Molecular structure of 

     COPV6 

Fig.2 Id-Vd characteristic 

Fig.3 Id-Vg characteristic 
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炭素架橋オリゴフェニレンビニレン 6(COPV6)単分子共鳴トンネルトランジスタ 
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半導体集積回路の微細化の発展により、現在の半導体チップは 7nm

のデザインで製造されるに至っている。電界効果型トランジスタは、

Fin-FET に代表されるように微細化に伴い多ゲート化が進められて

いるが、新たな動作原理に基づくトランジスタの創出が期待されて

おり、π共役系有機分子が注目されている。π共役系分子では、一

意的な分子骨格構造に起因したπ共役分子軌道のエネルギー準位を

有機合成手法により設計・合成することが可能である。我々はこれ

までに、剛直なπ共役分子ワイヤである炭素架橋オリゴ p-フェニレ

ンビニレン 5 (COPV5)の分子軌道のエネルギー準位をゲート変調す

る分子共鳴トンネルトランジスタの動作を報告してきた[1]。 

本研究では、半球状無電解金めっき(H-ELGP)Pt ベースナノギャッ

プ電極間[2]に、剛直分子ワイヤ COPV6 （Fig. 1）を化学吸着した分

子トランジスタを作製し、共鳴トンネル過程のゲート変調効果を確

認したので報告する。 

Id-Vd特性では、COPV6の４つの分子軌道に由来する４つの微分コ

ンダクタンスピークが観察された（Fig. 2）。コンダクタンスピーク

近傍のドレイン電圧における Id-Vg特性は、負のゲート電圧において

明瞭に増加している（Fig. 2）。これらの結果は、単分子共鳴トラン

ジスタの動作を示唆している。 
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